¢ | \ '
seanes POPIS VYNALEZU 260265
REPUBLIKA ~(11) (B1)
(19)
K AUTORSKEMU OSVEDCENIU
(51) Int. ClL.4

— | HO2H7/20

(22) Prihldsené 11 03 86

(21) (PV 1642-86.V)

(40) Zverejnené 16 05 88
m”,{%‘é J\éwmezvv (45) Vydané 15 04 89
wtgu- vynélezu JAKABOVIC JAN ing., BRATISLAVA, FABIAN SLAVOMIR,

SPISSKA NOVA VES

(54} Oehranny§ obved pre zvySenie maximédlneho napéajacieho napitia
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Riedenie spadd do oblasti ochrany tran-

zistorov, najmi polom riadenych, proti zvy-

Seniu napdjacieho napétia. RieSenie pozo-

stdva z troch odporov, bipoldrneho tranzis- .

tora a polom riadeného tranzistora a jeho §
podstatou je, Ze na zdroj napédjacieho na-

pitia je pripojeny kolektor bipoldrneho 5

E

1

THPR GLOES  GRWIRG MR (RO ORNED w!zg

tranzistora, ktory je cez prvy odpor spojeny
s jeho bédzou. Tdto je spojend s kolektorom
polom riadeného tranzistora, ktorého emi-
tor je spolu s emitorom bipoldrneho tran-
zistora spojeny so zemou cez druhy odpor

a zdroveil s kolektorom chrdneného tran- g
zistora. Jeho emitor je spojeny jednak s |
hradlom polom riadeného tranzistora a jed- g DY sumin ame

nak cez zataZovaci odpor so zemou. Hradlo L

chraneného tranzistora je spojené s obvo-
dom pre posuv jednosmerného napégtia, kto-
ry je spojeny so zdrojom riadiaceho napé-
tia. Riefenie moZno vyuZit hlavne v prudo-
wych a napédtovych zdrojoch, ako aj v in-
tegrovanych obvodoch.
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Vyndlez sa tyka ochranného obvodu pre
zvySenie maximdlneho napédjacieho napitia
najmi polom riadenych tranzistorov.

DoterajSie ochranné obvody vyuZivaji sé-
riové zapojenie tranzistorov, ktoré vyZaduje
presné nastavenie prechodovych odporov a
riadiacich napéti vSetkych tranzistorov, pri-
tom vystupny prid takéhoto zapojenia je
ovplyvneny pouZitou ochranou.

Uvedené nevyhody odstraiiuje ochranny
obvod pre zvySenie maximalneho napéjacie-
ho napétia najmd polom riadeného tranzis-
tora, pozostdvajice z troch odporov, bipo-
l&rneho tranzistora a polom riadeného tran-
zistora podla vynélezu, ktorého podstatou
je, Ze na zdroj napéjacieho napétia je pri-
pojeny kolektor bipoldrneho tranzistora ty-
pu NPN, ktory je cez prvy odpor spojeny s
jeho bézou. T4to je spojend s kolektorom
polom riadeného tranzistora s kandlom ty-
pu P, ktorého emitor je spojeny jednak s
emitorom bipoldrneho tranzistora, jednak
cez druhy odpor so zemou a jednak s kolek-
torom chrédneného tranzistora. Jeho emitcr
je spojeny jednak s hradlom polom riade-
ného tranzistora a jednak cez zataZovaci
odpor so zemou. Hradlo chréneného tran-
izistora je spojené s obvodom pre posuv
jednosmerného napétia, ktory je spojeny so
zdrojom riadiaceho napétia. Dopliiujicim
znakom vynélezu je, Ze bipoldrny tranzistor
je typu PNP a polom riadeny tranzistor je
s kanédlom typu N.

V¢hodou zapojenia podla vynélezu je, Ze
ochranny obvod minimélne ovplyviiuje vy-
stupny priad zapojenia, nepotrebuje tak
presné nastavenie a umoZiiuje nastavit ma-
xim4lne napétie Ugg chrdneného tranzistora
na poZadovanii hodnotu.

Na priloZenom vykrese je zndzorneny pri-
klad zapojenia podla vynélezu, ktoré umoz-
nuje dodédvat do zdtaZe poZadovany prud s
moZnostou vy8§ich napéti na z4gtai.

Zapojenie podla vynélezu, ako je znédzor-
nené na priloZenom vykrese, pozostiva z
chrdneného tranzistora 6§ MOSFET s oboha-
tenym kandlom typu N, ktorého emitor je
spojeny cez zataZovaci odpor 7 so zemou, a
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ktorého kolektor je spojeny s emitorom bi-
polarneho tranzistora 2 typu NPN, s emito-
rom polom riadeného tranzistora 3 s kan4-
lom typu P a cez druhy odpor 4 so zemou.
Prvy odpor 1 je pripojeny na bézu bipolar-
neho tranzistora 2 a spolu s jeho kolekto-
rom na zdroj 9 napédjacieho napétia. Kolek-
tor polom riadeného tranzistora 3 je pripo-
jeny na bézu bipoldrneho tranzistora 2 a
hradlo polom riadeného tranzistora 3 je
pripojené na emitor chrdneného tranzistora
6. Zdroj 5 riadiaceho napétia U, je pripojeny
cez obvod 8 pre posuv jednosmerného na-
pédtia na hradlo chraneného tranzistora 8.

Funkcia zapojenia podla vyndlezu je na-
sledovnéd. Pri nulovom vstupnom riadiacom
napdti U, je obvodom 8 pre posuv jedno-
smerného napétia nastavené na hradle chré-
neného tranzistora 6 napétie, pri ktorom
teCie do zataZe cez kandl chréneného tran-
zistora 6 poZadovany priad. Pridy, ktoré te-
€0 do zétaZe cez hradla tranzistorov 3 a 6
mdZu byt pri pouZiti kvalitnych MOSFET
zanedbatelné. Pri zvySeni napétia Ug; chré-
neného tranzistora 6 je polom riadeny tran-
zistor 3 otvdrany, ¢im sa zniZi prdd teddci
do héze bipoldrneho tranzistora 2, zvy$i sa
prechodovy odpor Rg; bipoldrneho tranzis-
tora 2 a tym mnastdva na bipoldrnom tran-
zistore 2 zvySeny Gbytok napétia, v ddsled-
ku ¢oho Ug; chrdneného tranzistora 6 po-
klesne.

Pri kladnom vstupnom riadiacom nap#ti
U, je chrdneny tranzistor 6 otvarany, na-
sledkom &oho telie do zataZe vy$8i prad.
‘Hodnoty odporov 1 a 4 st vybrané s ohla-
dom na maximédlne poZadované napiitie Ugg
chrdaneného tranzistora 6. Pri pouZiti syme-
trického zapojenia moéZu byt riadené prudy
opaCnej polarity. Bipoldrny tranzistor 2 je
vtedy typu PNP, polom riadeny tranzistor
3 je s kandlom typu N a chrdneny tranzis-
tor 6 je s kandlom typu P. Spojenim obi-
dvoch zapojeni mdZe vzniknit obvod pre
riadenie pridu oboch polarit.

Zapojenie podla vynalezu moZno vyuZit v
pradovych a napdtovych zdrojoch, ako aj
v integrovanych obvodoch.

PREDMET VYNALEZU

1. Ochranny obvod pre zvy3enie maximal-
neho napéjacieho napétia, najmé polom ria-
denych tranzistorov, pozostdvajice z troch
odporov, bipoldrneho tranzistora a polom
riadeného tranzistora, vyznadujice sa tym,
Ze na zdroj (9) napédjacieho napitia je pri-
pojeny kolektor bipoldrneho tranzistora (2)
typu NPN, ktory je cez prvy odpor (1) spo-
jjeny s jeho bézou, ktord je spojend s ko-
lektorom polom riadeného tranzistora (3)
$ kanalom typu P, ktorého emitor je spojeny
jednak s emitorom bipoldrneho tranzistora
{2), jednak cez druhy odpor (4) so zemou

a jednak s kolektorom chrédneného tranzis-
tora (6), ktorého emitor je spojeny jednak
s hradlom polom riadeného tranzistora (3)
a jednak cez zafaXovaci odpor (7) so ze-
mou, pri€om hradlo chrdneného tranzistora
I(6) je spojené s obvodom (8) pre posuv
jednosmerného napétia, ktory je spojeny so
zdrojom (5) riadiaceho napétia U,.

2. Ochranny obvod podla bodu 1, vyzna-
¢ujlce sa tym, Ze bipoldrny tranzistor (2)
‘je typu PNP a polom riadeny tranzistor (3}
je s kandlom typu N.

1 list vykresow




260265




	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS

